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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月7日(2012.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射を発生するために設けられた活性領域（２３）を有する半導体連続層を有する半導
体ボディ（２）を有し、
　前記半導体ボディ（２）の上にコンタクト部（４）が配置され、前記コンタクト部（４
）と前記活性領域（２３）の間に注入障壁（５）が形成され、
　前記コンタクト部（４）に電気的導通をもつように接続され、当該半導体チップ（１）
の稼動中に前記注入障壁（５）の外側の横方向で前記活性領域（２３）に電荷キャリアを
注入するために設けられる電流拡散層（３１）を有し、
　前記電流拡散層（３１）と前記コンタクト部（４）は、横方向に互いから隔てられてい
る、
　半導体チップ（１）。
【請求項２】
　前記注入障壁（５）の横方向の形状は、前記コンタクト部（４）の横方向の形状に適合
される、請求項１に記載の半導体チップ。
【請求項３】
　前記注入障壁（５）は、前記コンタクト部（４）と前記半導体ボディ（２）との間の界
面部（２５）に形成される、請求項１または請求項２に記載の半導体チップ。
【請求項４】
　前記注入障壁（５）は、前記コンタクト部（４）と前記半導体ボディ（２）との間の電
位障壁によって形成される、請求項３に記載の半導体チップ。
【請求項５】
　前記注入障壁（５）は、前記半導体ボディ（２）の中に形成される、請求項１または請
求項２に記載の半導体チップ。
【請求項６】
　前記注入障壁（５）は、前記活性領域（２３）と前記コンタクト部（４）との間に配置
された半導体層（２４）の導電率が局部的に低下されている領域（２４０）によって形成
される、請求項５に記載の半導体チップ。
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【請求項７】
　局部的に低下した導電率の前記領域（２４０）は、前記コンタクト部（４）から垂直方
向に隔てられている、請求項６に記載の半導体チップ。
【請求項８】
　前記注入障壁（５）は、前記半導体ボディ（２）の外側に形成される、請求項１または
請求項２に記載の半導体チップ。
【請求項９】
　前記注入障壁（５）は、前記半導体ボディ（２）と前記コンタクト部（４）との間に配
置された絶縁層（５１）によって形成される、請求項８に記載の半導体チップ。
【請求項１０】
　誘電体反射鏡が前記絶縁層（５１）によって形成される、請求項９に記載の半導体チッ
プ。
【請求項１１】
　前記コンタクト部（４）は、前記半導体ボディ（２）から遠い側の前記コンタクト部（
４）の縁面にコンタクト層（４１）を有する、請求項１から請求項１０のいずれかに記載
の半導体チップ。
【請求項１２】
　前記コンタクト部（４）は、前記コンタクト層（４１）と前記半導体ボディ（２）との
間に配置された反射鏡層（４２）を有する、請求項１１に記載の半導体チップ。
【請求項１３】
　前記コンタクト層（４１）は、少なくとも複数の横方向領域で前記反射鏡層（４２）よ
りも外側へ突出する、請求項１２に記載の半導体チップ。
【請求項１４】
　前記電流拡散層（３１）は、凹部（３１０）を有し、前記凹部（３１０）の中に前記コ
ンタクト部（４）が配置される、請求項１から請求項１３のいずれかに記載の半導体チッ
プ。
【請求項１５】
　前記電流拡散層（３１）と前記コンタクト部（４）は、少なくとも複数の領域で互いに
境を接する、請求項１から請求項１４のいずれかに記載の半導体チップ。
【請求項１６】
　前記電流拡散層（３１）は非金属であり、活性領域（２３）で発生された放射に対して
透過性である、請求項１から請求項１５のいずれかに記載の半導体チップ。
【請求項１７】
　前記電流拡散層（３１）はＴＣＯ物質を含有する、請求項１から請求項１６のいずれか
に記載の半導体チップ。
【請求項１８】
　金属または金属合金を含有する接続層（３２）が、前記電流拡散層（３１）と前記半導
体ボディ（２）の間に配置される、請求項１から請求項１７のいずれかに記載の半導体チ
ップ。
【請求項１９】
　前記接続層（３２）は最大でも１０ｎｍの厚さをもつ、請求項１８に記載の半導体チッ
プ。
【請求項２０】
　トンネルコンタクト層（３４）が前記電流拡散層（３１）と前記活性領域（２３）との
間に配置され、前記トンネルコンタクト層（３４）は、前記トンネルコンタクト層（３４
）と前記活性領域（２３）との間に配置されたさらに別の半導体層（２１）とは導電型が
異なる、請求項１から請求項１９のいずれかに記載の半導体チップ。
【請求項２１】
　さらに別のトンネルコンタクト層（２４）が、前記トンネルコンタクト層（３４）の前
記活性領域（２３）に対向する側の面に配置され、前記さらに別のトンネルコンタクト層
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（２４）は前記トンネルコンタクト層（３４）とは異なる導電型をもつ、請求項２０に記
載の半導体チップ。
【請求項２２】
　前記注入障壁（５）は、前記さらに別のトンネルコンタクト層（２４）の導電率が局部
的に低下されている領域（２４０）によって形成される、請求項２１に記載の半導体チッ
プ。
【請求項２３】
　前記電流拡散層（３１）は半導体層（３４）であり、前記電流拡散層（３１）と前記活
性領域（２３）との間に配置されたさらに別の半導体層（２１）とは導電型が異なる、請
求項１から請求項２２のいずれかに記載の半導体チップ。
【請求項２４】
　前記電流拡散層（３１）はトンネルコンタクト層（３４）として形成され、さらに別の
トンネルコンタクト層（２４）が、前記トンネルコンタクト層（３４）の前記活性領域（
２３）に対向する側の面に配置され、前記さらに別のトンネルコンタクト層（２４）は前
記トンネルコンタクト層（３４）とは異なる導電型をもつ、請求項２３に記載の半導体チ
ップ。
【請求項２５】
　前記注入障壁（５）は、前記さらに別のトンネルコンタクト層（２４）の導電率が局部
的に低下されている領域（２４０）によって形成される、請求項２４に記載の半導体チッ
プ。
【請求項２６】
　ＬＥＤ半導体チップとして、ＲＣＬＥＤ半導体チップとして、または面発光半導体レー
ザチップ実現される、請求項１から請求項２５のいずれかに記載の半導体チップ。
【請求項２７】
　放射を発生するために設けられた活性領域（２３）を有する半導体連続層を有する半導
体ボディ（２）を有する半導体チップ（１）の製造方法であって、
　前記半導体ボディ（２）の上にコンタクト部（４）が形成され、前記活性領域（２３）
と前記コンタクト部（４）との間に注入障壁（５）が形成され、
　前記コンタクト部（４）に電気的導通をもつように接続され、当該半導体チップ（１）
の稼動中に前記注入障壁（５）の外側の横方向で前記活性領域（２３）に電荷キャリアを
注入するための、電流拡散層（３１）が前記半導体ボディ（２）の上に被着され、
　前記電流拡散層（３１）と前記コンタクト部（４）は、横方向に互いから隔てられてい
る、
　半導体チップ（１）の製造方法。
【請求項２８】
　前記注入障壁（５）は、半導体層（２４）の、前記半導体層（２４）の導電率がイオン
注入によって局部的に低下されている領域（２４０）によって形成される、請求項２７に
記載の方法。
【請求項２９】
　前記注入障壁（５）は、半導体層（２４）の、前記半導体層（２４）の導電率がプラズ
マ法及び／またはバックスパッタリングによって局部的に低下されている領域（２４０）
によって形成される、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記電流拡散層（３１）が、前記半導体ボディ（２）の上にスパッタリングまたは真空
蒸着によって被着される、請求項２７から請求項２９のいずれかに記載の方法。
【請求項３１】
　横方向パターニングマスク層（６１）が前記電流拡散層（３１）の上に形成され、前記
電流拡散層（３１）と前記半導体ボディ（２）との材料物質が、前記マスク層（６１）が
存在しない少なくとも一つの領域（６１０）において除去される、請求項２７から請求項
３０のいずれかに記載の方法。
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【請求項３２】
　さらに別の横方向パターニングマスク層（６２）が前記電流拡散層（３１）の上に形成
され、前記さらに別のマスク層（６２）が存在しないさらに別の領域（６２０）において
、切欠き部（３１０）が前記電流拡散層（３１）に形成される、請求項２７から請求項３
１のいずれかに記載の方法。
【請求項３３】
　前記コンタクト部（４）は反射鏡層（４２）とコンタクト層（４１）とを有し、前記コ
ンタクト層が前記反射鏡層（４２）よりも横方向に外側へ突出するように、前記切欠き部
の中に最初に前記反射鏡層（４２）が、次に前記コンタクト層（４１）が蒸着される、請
求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記電流拡散層（３１）の前記切欠き部（３１０）、前記反射鏡層（４２）の横方向パ
ターニング、及び前記コンタクト層（４１）の横方向パターニングは、前記さらに別の横
方向パターニングマスク層（６２）によって形成される、請求項３２または請求項３３に
記載の方法。
【請求項３５】
　請求項１から請求項２６のいずれかに記載の半導体チップが製造される、請求項２７か
ら請求項３４のいずれかに記載の方法。
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